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金属錯体のポリマーである配位高分子は、有機、無機の両方を備えた特異な構造から様々な機

能の発現が期待されているが、エレクトロデバイスへの応用研究はほとんど行われていない。本

研究室ではジチオカルバミン酸誘導体を用いた種々の配位高分子を合成し、エレクトロデバイス

の新奇材料としての応用を試みてきた。現在までに

1次元、2次元構造を有する配位高分子について、太

陽電池の増感剤および活性層としての応用に成功し

ているが、3 次元構造を有する配位高分子について

は研究が進められていなかった。そこで、今回その

キャリア輸送特性の評価を試みた。今回用いた配位

高分子は、[CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]nという 3次元配位高

分子であり、この微結晶により薄膜形成を行い特性

評価を行った。 

[CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]n の微結晶を合成し、あらかじめ電極が成膜されたシリコン基板上に

[CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]nの分散液を滴下することで薄膜が得られる。この薄膜について I-V測定を行

ったところ、電気伝導度は 1.3×10-7 S / cmと見積もられ、[CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]nのバルクの伝導度

2.1×10-6 S / cmと比較して約一桁小さかった。これ

は、微粒子間間隙による抵抗の増大が原因であると

考えられる。また、SCLCよりキャリア移動度は 2.2

×10-2 cm2 / Vsと見積もられた。当日は光伝導性など

と合わせて報告する。 

Fig1, [CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]nの構造 

Fig,2 測定時の素子構造 Fig,3 [CuI
2CuIIBr2(Pip-dtc)2]nの I-V特性 
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